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Esta invencidén se refiere a conjuntos o disposiciones

de semiconductoreS,= = = = = = = = @ = = = = - - - - - - - = - 33&

Una disposicién seglin le invenoién incluye un vistago @f

conductor, un dispositivo semiconductor montado en dichno véas—

tago, de modo que una primera zona de contacto del dispositivo E;

esté conectada térmica y eléctricamente con el mismo, un con-
ductor eléectrico que incluye una porcién ensancnada de cabeza
que esté oonectada térmica y eldéctricamente con una segunda

zona de contaoto del dispositivo, un cuerpo contigurado para

definir un slojamiento en el que esté introducido dicho vésta- .

g0, de modo que el dispositivo quede alojado en el espacio de-l~i

finido entre el véstago y las paredes del alojamiento, exten-
diéndose el conductor eléctrico a través de una abertura de
una de dichas paredes, medios de hermetizacibn, para impedir

la entrada de materia extrafia a travdés de dicha abertura y

hacia dicho espacio, y un &rgano eléstico aprisionado y defor—éf;

mado entre la porcibén de cabeza del conductor y dicho cuerpo,
de modo que la porcién de cabeza sea forzada hacia un contacto

a presién con el Aispo8itivo, = = = = @ = = = = - -« - - o -

Preferentemente, dichos medios de hermetizacién inclu-
yen un menguito eléstico introducido en dicha abertura, exten-
diéndose dicho conductor eléctrico a través del 4nima del man-

GUit0, = = = = = = m = m - m - . e . .- —-———————-—
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Convenientemente, dicho érgano el&stico es en forma
de una pestafia anular que constituye una sola pieza con dicho

b

Preferentemente, el véstago se introduce con un ajus-;;.
te a presién en el elojamiento y estd garfilado en su perife-?f
ria de modo que duresnte la introduccién del véstago en el |

alojamiento se desplaza material del cuerpo o disipador tér-

mico.---—---------—-----’-——----- :

Ios planos enexos son une vista en seccién de parte
de una disposicién de semiconductor seglin un ejemplo de la

invencibn, = = = = = w = = = c c . - . .- .- .- .-

Con referencia a 1los planos, el conjunto incluye un
véstago 11 de cobre, substancialmente cilindrico, cuya peri- ,
feria estd garfilada en 12. Soldado en una superficie extrema;ff

axial del véstago 11 se halla un dispositivo semiconductor
13 que, en este ejemplo particular, es un diodo que tiene sus:
zonas de contacto definides en las superticies mayores Opues-f_;
tas, respectivamente, del disposi tivo, La disposicidén es tal 5
que una de las zonas de contacto del dispositivo 13 esté& co-
nectada térmica y eléctricamente con una porcidn ensanchada

14 de cabeza de un conductor eléctrioo 15, Ademds, una capa

16 de caucho siliconado se extlende entre dicha superficie
extreme axial del véstago 11 y la porcibén 14 de cebeza y

sobre el borde expﬁesto del disposdtivo 13 para proporcioner

proteccidén al Aispositivo 13¢ = = = = = = = @ - - - o - - - -;; 
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El véstago 11 esté alojado con un ajuste & presién en -

un alojamiento 17 substancialmente en forma de copa definido
por un disipador térmico 18 de aluminio, de modo que el dis=

positivo 13 queda conectado térmicemente al disipador térmico

18 por medio del véstego 11. Le disposicién es tal que el dis-. .

positivo 13 y la porcidén 14 de cabeza gueden alojados dentro

del espacio 19 definido entre la base del alojamiento 1/ y el

véstago 11, por lo que el disipador térmico 18 define la ceja E,

del conjunto, saliendo el conductor 15 de la caja por una aber{ ;

tura 21 de la base del alojemiento 17. Introducido en la aber-.

tura 21 se halla un manguito eléstico 22 que estéd formado con-;j

venientemente a base de caucho siliconado y que es llevado porp”"

el conductor 15. El menguito 22 estd provisto de una pestafia

monopieze anular 23 que se extiende alrededor del conductor

15 ouando se extiende por la abertura 21, de modo’ que hermeti-. -

ce la abertura contra le entrada de material extrafio, = - - = .

En la produccién del conjunto descrito anteriormente, '

se. realizan primero las interconexiones requeridas entre el

véstago 11, el dispositivo 13 y el conductor 15 y entonces el |

conductor 15 es forzaedo a través del orificio del menguito 22.;9;

E1l subconjunto resultante se introduce entonces en el aloja-

miento 17, siendo tales las dimensiones relativas del aloja=

mientp 17 y del véstago 11 que se desplaza material del disi- ?f 

pador térmico 18 a medida que el véastago se introduce en el
alojamiento., Asi, en el conjunto acabado el véastago 11 queda

retenido firmemente por el disipador térmico 18. Ademés, las

dimensiones del manguito 22 son tales que durante la introduo—f'

cidn del véetago 11 en el disipador térmico 18 la pestafia 23

iy
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queda aprisionada y deformada contra la porcién 14 de cabeza 5f"

Yy la base del alojamiento 17 de modo gque mejore la hezumtiza-ﬁii

cién de la abertura 21 y fuerce también la porcibn 14 de ca- ;
beza hacia un contacto a presién con el dispositivo 13 y al
dispositivo 13 hacia un contacto a presién con el véstago 11

Se ha hallado que el contacto a presién proporcionado por la :

deformacién del manguito 22 reduce la tendencia del conductor?f
15 a desconectarse del dispositivo 13 cuando el conjunto estdi "

en servicio, bajo condiciones en las que se experimenta una

vibracién considerable, por ejemplo en un vehiculo automévil, ..
Desde luego, el manguito 23 sirve también para aislar al con—?q

ductor 15 del disipador t8rmico 18, = = = = = = = =

N 0 T A

Se decleran de novedad, propiedad y utilidad para

Espafla, sus territorios y plazas de soberania, las siguientesﬁ?

REIVINDICACIONSES

1.~ Disposicibn de semiconductor, caracterizada por-fﬁ
que incluye un véastago conductor, un dispositivo semiconduc- ?i
tor montado en dicho véstago, de modo que una primera zona
de contacto del dispositivo esté conectada térmica y eléctri-iﬁ,
cemente con el mismo, un conductor eléctrico que incluye una i;_
porcién ensanchada de cabeza que estéd conectada térmica ¥y i.
eléctricamente con una segunda zona de contacto del disposi- ;i‘

tivo, un cuerpo configurado para definir un alojemiento en elff

que esté introducido dicho véstago, de modo que el disposi-
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tivo quede alojado en el espacio definido entre el véstago
¥ las peredes del alojamiento, extendiéndose el conductor :
eléctrico a través de una abertura de una de dichas paredes,ff?
medios de hermetizacibén, para impedir la entrada de materia .
extrafia a través de dicha abertura y hacia dicho especio,

¥y un érgano eléstico aprisionado y deformado entre la por-
cién de cabeza del conduotor y dicho cuerpo, de modo que la
porcién de cabeza sea forzada hacia un contacto a presién

2.= Disposicién seglin la reivindicaciébn 1, carac- ij
terizada porque dichos medios de hermetizacién incluyen un
manguito eléstico introducido en dicha abertura, extendién- -

dose dicho conduotor a través del &nime del menguito., - — - L

3= Disposicién segin la reivindicacién 2, carac-~ -
terizada porque dicho érgano elédstico es en forma de una pqg,f

tafia anular que constituye una sola pieza con dicho manguitoiﬁ

4,- Disposicién segiin cualquiera de las reivindi- ;f
caciones eanteriores, caracterizada porque dicho cuerpo defi-ig

ne un disipador térmico para el dispositivo semiconductor,- ;f

5.=- Disposicibén segiin cualquiera de las reivindica—?fi
ciones anteriores, caracterizada porque el véstago esté in- ;ﬁ
troducido con un ajuste a presién en el slojamiento y esté |
garfilado en su periferia de modo que durante la intro-
duccién del véstago en el alojamiento se desplaza material

G6L CUETPOs = = = = = = = m = = = == —————
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6.= "DISPOSICION DE SEMICONDUCTOR"s = = = = = = = = < ;:.

Todo ello conforme se describe y reivindioca en la pre—f?
sente memoria que consta de siete hojas, foliadas y mecano-
grafiadas por una sola de sus caras, y de una lémina de di=-

bujos que la ilustra.,

MADRID, 31 DIC. 1974
P. A M. CURELL SUROL
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